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 تشكر و قدرداني 

خود لازم مي دانم اكنون كه به ياري پروردگار نگارش اين پايان نامه به اتمام رسيده است بر 
  .تا از تمام عزيزاني كه مرا در اين راه مساعدت نموده اند صميمانه تشكر نمايم

در آغاز از زحمات استاد راهنماي محترم جناب آقاي دكتر محمد ياوري كه در انجام اين پايان 
طه قوتي در نامه مرا از راهنمايي هاي ارزشمند خويش بهره مند ساختند قدرداني مي نمايم كه اگر نق

از اساتيد محترم  همچنين.  هاي ايشان استاين پايان نامه باشد بدون شك از راهنمايي ها و پيگيري
دكتر علي فتوت احمدي و دكتر حسن كاتوزيان كه داوري اين پايان نامه را پذيرفتند  انآقاي

ك پيك و سركار هاي دوستان خوبم جناب آقاي مهندس امير نيها و كمكاز راهنمايي .سپاسگزارم
و ديگر دوستان در آزمايشگاه مدارهاي  و مهندس افسانه چهلچراغي خانم مهندس نجمه ابراهيمي

  .و براي تمام اين عزيزان آرزوي موفقيت دارم تشكر مي كنممجتمع دانشگاه صنعتي اميركبير 
ه دلگرمي من، از پدر و مادر مهربانم كه همواره پشتيبانم بوده اند و در تمام مراحل زندگي ماي

از همسر عزيزم كه در اين مسير همراه من بود قدرداني مي كنم؛ بدون او . تشكر و قدرداني مي كنم
  . پيمودن اين مسير برايم ميسر نبود

 نامه نانو به دليل حمايت مالي در انجام اين پايان ستاد ويژه توسعه فناوريدر نهايت از 
.را آرزومندم مركزشرفت روز افزون اين سپاسگزارم و پي



 

  چكيده
سيم، طراحان مدارات آنالوگ را ملزم به طراحي و ساخت رشد سريع در زمينه ارتباطات بي

سازها به عنوان يكي از طراحي دقيق نوسان. مدارات بسيار متنوع در استانداردهاي مختلف كرده است
هاي اخير طراحي در سال. مورد توجه قرار گرفته استمهمترين اجزاي سازنده اين مدارات نيز بسيار 

   .نوسان سازهاي باند وسيع از اهميت بيشتري نيز برخوردار شده است
اي يك نوسان ها و مفاهيم پايهها و بررسي ويژگيسازدر اين پايان نامه ابتدا به معرفي نوسان

معرفي  LCي كنترل شونده با ولتاژ سازهادر ادامه ساختارهاي متنوع نوسان. ساز پرداخته شده است
اند هاي متنوعي كه براي ايجاد يك گستره تنظيم بالا تا به امروز معرفي شدهسپس، تكنيك. شده است

در ادامه دو نوسان ساز باند وسيع پيشنهاد شده . ي هر تكنيك مشخص شده استهابررسي و ويژگي
ساز، ساختار جديد ي شده كه اين نوسانمعرف Dual-Modeساز در ساختار اول، يك نوسان. است

هايي براي كاهش توان مصرفي و افزايش باند با اعمال تكنيك. را در خود جاي داده است Cكلاس 
 ،برخوردار شده Cايم كه از نويز فاز پائين ساختار كلاس فركانسي به نوسان سازي دست پيدا كرده

در . مصرفي قابل قبولي نيز برخوردار استتوان  از يك گستره فركانسي وسيع را پوشش داده و
به  Cساختار دوم پيش از ارائه روشي براي افزايش گستره فركانسي، با اصلاح ساختار كلاس 

معمولي برخوردار است و اين  Cساختاري دست پيدا كرده ايم كه از سوئينگ بالاتري نسبت به كلاس
ساده  Cتري نسبت به كلاس مه از نويز فاز پائينامر سبب شده تا ساختار پيشنهاد شده در اين پايان نا

به كمك نرم  CMOS نانومتر 180و  90طراحي اين نوسان سازها در دو تكنولوژي. برخوردار باشد
در مود  Dual-Modeنوسان ساز . صورت گرفته است Cadence Spectre RF و   ADSافزارهاي 

و  6، توان مصرفي يك مگا هرتزدر آفست  121dBc/Hz-و  123-اول و دوم به ترتيب به نويز فاز 
رسيده است و نانومتر 180در تكنولوژي  سازبراي كل نوسان %72ميلي وات و گستره تنظيم  5/4

و  126.3-ز فاز نانومتر به ترتيب به نوي 90و 180سوئينگ بالا در دو تكنولوژي  Cنوسان ساز كلاس 
-117dBc/Hz  41و % 38 گستره تنظيمميلي وات و  8/1و  5، توان مصرفي يك مگا هرتزدر آفست% 

ها ترين نوسان سازدو ساختار ارائه شده در اين پايان نامه با تعداد زيادي از جديد. دست يافته است
  . باشندضرايب شايستگي خوبي برخوردار مياند و از مقايسه شده

  گستره تنظيم، كاليبراسيون، نويز فاز، Cنوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ، كلاس : كلمات كليدي
Key Words: Voltage controlled oscillator, Class-C, Phase noise, Tuning Range, 
Calibration     
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ABSTRACT 
 

Thriving developments in the field of wireless communications has obliged the 

analog circuit designers to design and manufacture numerous circuits in different 

standards. Precise design of the oscillators, as nontrivial building blocks of these 

circuits, has been extensively considered in this respect and the design of broadband 

oscillators has also dragged more attention of the circuit designers. In this dissertation, 

firstly the oscillators are generally introduced, besides the description of the basic 

features and concepts of a typical oscillator. Furthermore, various structures of the LC 

voltage controlled oscillators are illustrated and the pros and cons of each structure are 

briefly explained. Subsequently, techniques which are widely reported up until now to 

create a wide tuning range VCO are described associated with the corresponding 

characteristics of each technique. Additionally, two different structures of wide tuning 

range oscillators are proposed in this approach. The first structure introduces a dual-

band oscillator containing the new class-C structure inside which. Exploiting a number 

of techniques to simultaneously decrease the power consumption and broaden the 

frequency band, an oscillator has been achieved, which not only gains the low phase 

noise of class-C structure but also covers a wide frequency range associated with a 

reasonable power consumption. In the second structure, before proposing a technique to 

increase the frequency range, a structure has been attained by applying some 

amendments to the class-C structure to increase its swing. This leads to a lower phase 

noise in the current proposed design in comparison with that of class-C structure.  

Designing the mentioned oscillators has been performed in 90 nm and 0.18 µm 

CMOS technologies by means of the ADS and Cadence Spectre RF softwares. In the 

dual-mode oscillator the phase noise at 1 MHz offset for first and seconde mode is -123 

and -121 dBc/Hz, respectively. The VCO power consumption is automatically adjusted 

from 6-4.5 mW achieving a quite wide 72% tuning range in 180nm CMOS technology. 

In high swing class-C oscillator the phase noise at 1 MHz offset for 180 and 90nm 

CMOS technology is -126.3 and -117 dBc/Hz, the VCO power consumption is 5-1.8 

mW achieving a quite wide 38% and 41% tuning range, respectively.  Both structures 

proposed in this dissertation have been compared with plenty of up-to-date oscillators to 

illustrate that the suggested oscillators have quite reasonable figures of merit. 
Key Words: Voltage controlled oscillator, Class-C, Phase noise, Tuning Range, 
Calibration    
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